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DRAM
Kingston DRAM DDR3/3L para aplicaciones integradas

Las DRAM incorporadas de Kingston han sido disefadas para satisfacer las
necesidades de aplicaciones integradas y ofrecer una opcién de baja tension para
un menor consumo eléctrico.

#KingstonlsWithYou




DRAM

SEGMENTOS DE MERCADO

Modulos de telecomunicaciones/redes 5G
(enrutadores wifi y dispositivos de malla)

Hogares inteligentes (barras de sonido, termostatos,
equipos de gimnasia, aspiradoras, camas, grifos)

Ciudades inteligentes (medicion/seguimiento de
climatizacion, iluminacién, consumo eléctrico,
parquimetros)

ESTE DOCUMENTO ESTA SUJETO A MODIFICACION SIN PREVIO AVISO.

Numeros de referencia y especificaciones de las DRAM DDR3/3L

Numero de Capacidad| Descrincion | Paguete Configuracién | Velocidad, Temperatura
referencia P P a (palabras x bits)| Mbps de servicio
DDR3/3LFBGA | 75x135
DI216ECMDXGID 2GB 128Mx16 1866 Mbps | 1,35 V* 0°C~+95°C
de 96 bolas x1.2
DDR3/3L FBGA 75x13,5
D2516ECMDXGID 4GB 256Mx16 1866 Mbps | 135V* 0°C~+95°C
de 96 bolas x12
DDR3/3L FBGA 75x10,6
D5128ECMDPGID 4GB 512Mx8 1866 Mbps | 1,35 V* 0°C~+95°C
de 78 bolas x12
DDR3/3L FBGA 75x135
D2516ECMDXGME 4GB 256Mx16 2133Mbps | 1.35V* 0°C~+95°C
de 96 bolas x12
DDR3/3L FBGA
B5116ECMDXGID-U 8GB 9x135x12 512Mx16 1866 Mbps | 1,35 V* 0°C~+95°C
de 96 bolas

*Retrocompatible con VDD, VDDQ de 1,5V

PRINCIPALES CARACTERISTICAS

Arquitectura de doble velocidad de datos (DDR): dos transferencias de datos
por ciclo de reloj

Las transferencias de datos de alta velocidad se efectuan a través de una
arquitectura canalizada predireccionada de 8 bits

Los datos estroboscopicos diferenciales bidireccionales (DOS y /DQS) se
transmiten/reciben con datos para captar los datos en el receptor

DOS esta alineado en la periferia con datos de LECTURAS, y alineado en el
centro con datos de ESCRITURAS

Entradas de reloj diferenciales (CK y /CK)

e DLL se alinea con DQ, y las transiciones de DOS con las transiciones de CK

Los comandos se introducen en cada periferia positiva de CK; los datos y las
mascaras de datos estan referenciados a ambos bordes de DQS

Mascara de datos (DM) para datos de escritura

/CAS publicado mediante latencia aditiva programable para una mejor
eficiencia de comandos y de bus de datos

Terminacion en matriz (ODD) para una mejor calidad de la sefial)
o 0DT sincrona
o CDT dinamica
o 0DT asincrona

Registro polivalente (MPR) para lectura de patrones predefinidos

Calibracion ZQ de unidad DO y ODT

Actualizacion automatica de matriz parcial programable (PASR)

Patilla RESET para secuencia de arranque y funcion de restablecimiento

® Gama SRT: normal/extendida

Control de impedancia de controlador de salida programable
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